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Изучено влияние условий обезвоживания соли на тепловые условия роста 
крупногабаритных кристаллов CsI и их качество. Показано, что применение спо-
соба обезвоживания исходного сырья, основанного на длительной дегидратации  
при комнатной температуре (тип I), либо на вакуумно-микроволновой сушке [1] 
(тип II), позволяет предотвратить гидролиз соли. На кривых термодесорбции 
навесок соли, приготовленных таким образом, не наблюдаются пики выделения 
воды с максимумами при температурах 150; 180; 220 и 275°C. Напротив, в 
навесках, которые обезвоживались с повышением температуры от комнатной до 
200°C (тип III), как и в навесках с преднамеренно введенной примесью CsOH, 
всегда наблюдаются указанные пики термодесорбции. 

Показано, что кристаллы CsI типа I или II растут при более низких температу- 
рах донного нагревателя, чем типа III. Дано объяснение наблюдающегося эффек- 
та,

 основанное на изменении излучательной и поглощательной способности крис-
талла и расплава. Предложен механизм влияния примесных ионов OH– на тепло-
физические свойства расплава и стабильность процесса вытягивания кристаллов 
методом Киропулоса. На основе численного моделирования процессов тепломас- 
сопереноса проведен расчет распределения температуры вблизи фронта 
кристаллизации.  

Изучены сцинтилляционные характеристики и радиационная стойкость крис-
таллов типа I и II в сравнении с типом III. Показано, что способы I и II позволяют 
получать кристаллы без кислородсодержащих примесей. В ИК-спектрах выра-
щенных кристаллов типа I и II не наблюдаются полосы поглощения CO3

2–ионов, а 
в спектрах наведенного поглощения отсутствуют пики, связанные с образованием 
F-центров после гамма-облучения дозой 103 Гр. Изготовленные сцинтилля-
ционные детекторы характеризуются высоким выходом сцинтилляций за первые 
100 нс вспышки света и малым послесвечением в микросекундной области. 
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